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E. Dabrowska, H. Majewska, P. Nagtowski

TV IF SAW FILTER TYPE FTQ-384 FOR QUASIPARALLEL SOUND
APPLICATIONS.

The article concerns a SAW filter for quasiparallel sound applications
which was designed and put into production by IEMT.

Both theoretical and experimental frequency responses of picture channel
and sound channel are presented. The main advantages of quasiparallel sound
reception system over commonly used intercarrier system are also described.

W. K. Wtosinski, W. Olesiniska

ALUMINA-FeNi42 FOIL AND AgCuTiln ALLOY JOINTS
AND THEIR HIGH THERMAL SHOCK RESISTANCE

Study on technological and microstructural conditions for brazing of
alumina ceramics and FeNi42 alloy, by means of filler alloys containing active
elements, are presented. Diffusion of titanium into alumina ceramics within the
arca of intermediate layer between ceramics and Ag72,5Cu19,5Ti3In5 solder,
was specially investigated. The effect of titanium on thermal stability of
ceramic-to-metal joint was experimentaly verified. The vacuum tight
ceramic-to-metal joint having high mechanical strength was produced as a
result of this study.



M. Jakubowska, ¥.. Kaczynski, J. Paduch

INVESTIGATIONS OF COPPER FILMS ADHESION BY
X-RAY MICROANALYSIS

The influence of element diffusion on the adhesion of copper thick films
has been examined using X-ray microanalysis. The investigations were
performed on the surface of the samples cross-sections. The copper surfaces
were also chemically etched and the surface of the glaze near the substrate
were examined using EDAX.

The obtained results provide interpretation of mechanism of adhesion of
thick copper films to alumina substrates.

A. Wehr, A. Barcz

INTERPRETATION OF LAYERED
Ni-Ag AND Ni-Cu-Ag FILMS

The purpose of the work was to study the thermal behaviour of layered
polycrystalline films of Ni-Ag and Ni-Cu-Ag. In-depth distribution of the
elements involved were determined through a combined use of Secondary Ion
Mass Spectrometry (SIMS) and Rutheford Backscattering Spectrometry
(RBS). Scanning Electron Microscopy (SEM) was used for inspection of the
morfology of the external Ni surface. Polycrystalline films of Ni and Ag were
found to interact by growing grains of separate phases. Intorducing Cu at grain
boundaries has an effect of stabilizing the Ni grains at smaller size and
allowing migration of Ag atoms, through the apparently continuous Cu
medium, to the Ni surface.
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E. Ia6poBckasi, X. MaeBckas, I1. HarsioBckmii

TEJIEBU3UOHHBIN ®WNJIHTP [TPOMEXXYTOYHON YACTOTHI
HA ITOBEPXHOCTHbBIX AKYCTUYECKMX BOJTHAX THUTIA
FTW-384 J1J1S1 KBABUIIAPAJUJIEJIBHOI'O [TPMIEMA 3BVKA.

Crarbsi KacaeTcsi (OH/IbTPa C KBa3unapaljie/IbHBIM IPUEMOM 3BYKa,
TEOPETUYECKH PACCYMTAHHOTO, Pa3pab0TaHHOTO W BHEJIPEHHOTO B
npou3BoacTBo B UTOM.

IIpencraBiieHO B HEM TEOPETHYECKHAE M SKCIIEPUMEHTAIBHBIE X0 bl
aMILIATYAHKIX XapaKTEPUCTHK KaHAJI0B: 006pa3a u 3ByKa (OuIbTpa.
[IpejscTaBiieHo ToXe I'JIaBHHE PEMMYIIIECTBa KBa3UIlapaljIe/IbHOM
CHCTEMHI ITpUEMA 3BYKa 110 OTHOIICHUHM K 00IEIPIMEHSIEMON
nuddepeHInaJILHON CUCTEME.

B. K. Biocunckm, B. Osiecunbcka

VICCJIEJIOBAHME JIN®Y 31U Ti [TOCJIE TAVKY KEPAMVKU
AKTVIBHDBIM ITPUITIOEM AgCuTiln.

Ornpejie/ieHO CBOMCTBA CiaeB KOPYH/10Ba Kepamuka - FeNid2
noJiydeHsx ¢ npunoeM Ag72Cul9,5Ti3InS.

HccnenoBano nponeccu audy3un Ti 1 JpYyTUX KOMIIOHEHTOB B
Kepamuueckuit Marepusil. [Ipeacrasieso BiausHue Ti Ha MEXaHUYECKYIO ¥
TEMIIEPATYPHYIO CTOMKOCTD M3/[C/IHM.



M. SIxy6oBcka, JI. Kaunnbcku, FO. [Tagyx

WNCCJIEJOBAHME AJITE3NM MEJHBIX CJIOEB METO/JOM
PEHTTEHOBCKOI'O MMKPOAHAJIN3A.

MeTogoM pEHTI€HOBCKOT0 aHa/IA3a UCCJIE0BAHO BIIMSIHAE 3JIEMEHTOB,
COCTOBJISIFOIIMX IJ1a3yp B MEHHIX CJIOSIX, HA a[T'€3UI0 K aJTyH0OBRIM
noanoxxkaM. MiccieqoBaHusi MPOBEAEHO Ha MONIEPEYHBIX CEUCHHSIX
0JIy4eHHHX 06pa31oB. KpoMme Toro MeiHuE CJI0M TPABJIEHO XUMUYECKH 10
MOMEHTa 06HapyXEHMsI CJI0€B I'Jla3ypa [IPH KepaMuKe. DT CJI0M TOXE OhLIA
UcCIe10BaHu. Pe3yibTaThl paGoTH 1103Ba/ISIIOT BHSICHATE MEXAHU3M
aJre3un.

A. Bep, A. Bapu

ME2KCJIOMHOE B3AMMOJIECTBME B CUCTEMAX
HUKEJIb-CEPEGPO 1 HUKEJIb-ME/Ib-CEPEBPO

B HacTosmieit padoTe HCCIeJ0BaH0 MEXCI0MHOE B3aMMO/IEACTBUE B
CHCTEMAax HUKe Ib-Cepelpo U HAKE b-MEb-CEPe6po ocie 0TXUroB npu 650°C
1 750°C. C noMomipio METO/Ia Macc-CIIEKTPOMETPHH BTOPHYHEIX HOHOB
CrieKTpoMeTpHH 06patHoro paccesiausi Pezepdop/a nossydeHo
KOHIICHTPAIMOHHOE Paclpeie/IeHUE 3JIEMEHTOB B 30HE paszziesia (a3 cepelpo-
HUKeJIb. Mopdho.J10rHs TOBEPXHOCTH 00pa3IioB UCCIIEA0BAIaCh METOAAMH
CKaHUPYIOIIEH 3JIEKTPOHHOM MUKpocKormn. Ha6moganock 4yto
B3aMMO/IEACTBHUE CJI0EB HAKEJIS U cepedpa OBLIO CBSI3aHO C POCTOM 3€PEH
OTAEbHEIX (ha3. BBeieHHME MEI Ha I'PAHMUIIHL 3€PEH HUKEJIS1 CTaJI0 IPUYUHOM
CTaOWJIM3UPOBAHUS 3€PEH HUKEJISl MEHBIICH BEJIMYMHE U CIEJ1aJI0 BO3MOXHEM
MUTPALMIO0 aTOMOB cepefpa yepe3 HUKEJIb K IOBEPXHOCTH 00paslia.



Wazniejsze publikacje pracownikéow ITME - 1 potrocze 1993

PAWEEL KAMINSKI
Grown-in point defects in vapour phase epitaxial GaAso,Po,4:Te
Semicond. Sci. Technol., 8, 1993, 538-543

Deep-level transient spectroscopy (DLTS) has been employed to study
grown-in point defects in vapour phase epitaxial layers of GaAso 6P 4:Te. It was
found that for the Ga-rich vapour phase three electron traps T1 (0.20 eV), T2
(0,18 V) and T3 (0.38 eV) are formed. The traps T1 and T2 were found to be
donor- related and are tentatively identified as TeasGaasTeAs, and OiTeAs
complexes, respectively. The trap T3 was found to be dependent on the disloca-
tion density and it is possibly associated with either an As or P vacancy generated
by the increase in misfit dislocations. A detrimental effect of these defects on the
radiative recombination efficiency is shown. Under an excess of the group V
elements in the vapour phase, ony one electron trap T4 (0.18 eV) was observed.

Z. FRUKACZ, J. KISIELEWSKI, J. SZYDLAK
YAG:Er** crystal growth for laser application
Opto-Electronics Review, 1993, 1, 21-22

Just for a long time the yttrium-aluminium garnet doped with three-valence
erbium ions (YAG: Ert ) has been known as the active medium in solid-state
lasers. The generation of laser radiation of 2.94 um wavelength is connected with
self- llmltmg quantum transition 4I11/2 I113/2. Effective laser action in
YAG:Er** is achieved when the percentage distribution of the erbium ions is
greater than 20%.

A great interest of YAG:Er* crystal has been observed before the end of the
80s. That time the possibility of medical use of laser radiation within 3 um range
was presented.

In this  paper we present the preliminary results of our works on the growth
of YAG:Er® * single crystals. Their quality enables to use them in laser technolo-

gy-
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KRZYSZTOF GRASZA

Estimation of the optimal conditions for
directional crystal growth from the vapour phase with no contact
between crystal and ampoule wall

Journal of Crystal Growth 128, 1993, 1-4, 609-612

In this paper an estimation of the optimal thermal conditions for directional
crystallization of semiconducting materials from the vapour phase with no con-
tact betwecn crystal and ampoule wall is presented. A graph of temperature
versus ratio of emissivity and heat conductivity is shown which characterizes the
temperature range suitable for the directional growth of crystals of a given
material when our crystal growth system is used. An extension of this growth
method for low thermal conductivity materials is proposed.

KRZYSZTOF GRASZA, ANDRZEJ JEDRZEJCZAK "
Melt dynamics in directional solidification of PbSnTe
Journal of Crystal Growth 128, 1993, 1-4, 183-187

Several processes of directional crystallization of Pb1-xSnxTe were perfor-
med on the gradient furnace using a destabilizing temperature gradient. In order
to trace the solid-liquid interface shapes, the crystal pulling velocity was changed
rapidly, or the growth was stopped and started again. The temperature of the
liquid was recorded versus time. These measurements were correlated with the
technological cycles for different values of the ratio of the height of liquid
column to its diameter (the aspect ratio). The crystals grown were etched electro-
chemically and the X-ray microprobe analysis were performed. The hydrodyna-
mics of the melt under destabilizing gradient conditions was discussed.
Macro-vortical structure present in the melt under turbulent convection was
identified. A strong dependency of local chemical inhomogeneity of the crystals
on the type of melt convection which accompanied crystal growth was observed.
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A. PAJACZKOWSKA, P. BYSZEWSKI
Anomalies in crystal growth by Czochralski technique
Journal of Crystal Growth 128, 1993, 1-4, 694-698

Single crystals of CaNdAlO4 (CNA) and SrLLaAlO4 (SLA) were grown by
the Czochralski technique. The anisotropic properties of the compounds are
reflected in the process of crystal growth. A flat crystal/melt interface is unstable
and crystal grow on {101} type planes which form the convex growth surface.

F. LECCABUE, BE. WATTS ”, C. PELOSI ’, D. FIORANI ",
A.M. TESTA", A. PAICZKOWSKA, G. BOCELLI ), G. CALESTANI

CVT growth and characterization of Zn1.xMnxCr204 single crystals
Journal of Crystal Growth 128, 1993, 1-4, 859-863

Single crystals of Zn1-xMnxCr204 have heen grown by the chemical vapour
transport (CVT) technique using chlorine as the transport agent. The zinc chro-
mite grew with little difficulty. The presence of manganese chromite liquid
caused the ampoules to crack when the crystals rich in manganese were grown.
In addition, when the spinels were grown with nominal starting compositions
x > 0.5, the condensation of MnCl2 caused the crystals grown to be depleted in
manganese. A thermodynamic study of the closed tube system has been done in
order to determine the most favourable conditions for growth and calculate the
ranges of temperature and chlorine pressure most suitable to avoid the segrega-
tion of manganese. Single crystals of different compositions were analyzed by
X-ray diffractometric methods. Magnetic susceptibility measurements suggest a
spin-glass-like behaviour which is explained by the existence of a cluster-glass
State.
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Monokrysztatly dla piezoelektroniki

Monokrysztaly i plytki niobianu litu

Szybko rozwijajaca si¢ piezoelektronika, coraz czgstsze stosowanie urza-
dzer wykorzystujacych akustyczne fale powierzchniowe (AFP), wywotuje od-
powiednie zapotrzebowanie na materialy mogace zaspokoi¢ coraz wyzsze
wymagania. Nieustannie prowadzone sa intensywne poszukiwania nowych ma-
teriatébw, doskonalone sg metody wytwarzania materiatow juz znanych, co spra-
wia, Ze staja si¢ one coraz bardziej doskonate pod wzgledem sktadu, struktury i
whasnosci.

Materiatami aktualnie powszechnie stosowanymi w akustyce mikrofalowe;j
sa a-kwarc i niobian litu LiNbO3. Materialy te znalazlty zastosowanie w wielu
roznorodnych systemach, pracujacych w zakresie czgstotliwosci od 40 MHz
(filtry posredniej czgstotliwosci w odbiorikach telewizji kolorowej) do 1 GHz
(uktady przetwarzania sygnatow w radarach).

Piezoelektryczny niobian litu charakteryzuje si¢ bardzo wysokim wspoOt-
czynnikiem sprzg¢zenia elektromechanicznego, Wynoszacym ok. 4,9%, a jako
ferroelektryk wysoka temperatura Curie (ok. 1150°C).

Wczesdnie poznane bardzo przydatne wlasnosci tego materiatu sprawity, ze
badania nad technologia jego wytwarzania podejmowano w wielu oSrodkach
badawczych na catym $wiecie. W Polsce prace nad wytwarzaniem monokryszta-
16w LiNbO3 rozpoczgto w 1972 r. w istniejacym wowcezas OSrodku Badawczo-
Rozwojowym Monokrysztatbw i w Os§rodku Naukowo-Produkcyjnym
Materiatow Poétprzewodnikowych. W roku 1976 nastapito polaczenie obu zespo-
t6w. Badania zaowocowaty w 1976 roku opracowaniem technologii otrzymywa-
nia monokrysztatéw niobianu litu o §rednicy 30 mm. W dwa lata pOZniej
osiagnigto Srednicg 50 mm i rozpoczgto wytwarzanie ptytek jednostronnie pole-
rowanych orientacji Y o §rednicy 2'" na skalg laboratoryjna.

W roku 1984 uruchomiono w Instytucie Technologii Materiatéw Elektroni-
cznych produkcje laboratoryjna monokrysztaléw i ptytek orientacji Y, o Srednicy
57 mm (2 1/4") do produkcji filtréw telewizyjnych, ktéra prowadzona byta w
Centrum Naukowo-Produkcyjnym Materiatéw Elektronicznych.
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Zapotrzebowanie na plytki o orientacji obréconej Y 128° spowodowato
uruchomienie w ITME w roku 1988 produkcji monokrysztatéw i ptytek o
srednicy 57 mm (2 1/4"). Od 1987 r. wytwarzane sa monokrysztaly i ptytki typu

72 1 K
Y o Srednicy 76 mm (3").

W roku 1991 opanowano wytwarzanie monokrysztatéw LiNbO3 o Srednicy
4". Z monokrysztatu o orientacji Z wykonano ptytki, ktére sprzedano do Interna-
tional Crystal Laboratories w USA.

Niezaleznie od wytwarzanych monokrysztatéw i ptytek do zastosowar w
urzadzeniach z AFP, od roku 1987 wytwarzane sa w ITME monokrysztaty
LiNbO3 o jakosci optycznej "optical grade", dla techniki laserowej i optoelektro-
niki zintegrowanej, do generacji drugiej harmonicznej i modulacji Swiatfa.

Monokrysztaty LiNbO3 wytwarzane s3 metoda Czochralskiego z materia-
tow wyjsciowych wysokiej czystosci. Stopieri opanowania technologii zapewnia
otrzymywanie w sposOb powtarzalny monokrysztatow o bardzo dobrej jakosci.
Jest to jedyny aktualnie w Polsce materiat piezoelektryczny, oprocz kwarcu,
wytwarzany na skalg techniczng.

Opracowano metodg¢ polaryzacji niobianu litu, zapewniajaca otrzymywanie
monokrysztatléw jednodomenowych. Ciagly pomiar temperatury Curie, zaleznej
od sktadu materiatu, stanowi dodatkowa kontrole jakosci wytwarzanych kryszta-
tow.

Tabela przedstawia parametry produkowanych ptytek jednostronnie polero-
wanych o Srednicy 2" i 3".

Tabela 1. Ptytki do zastosowan w urzadzeniach z AFP.

Oznaczenie Y-Z/LiNbO3/57 | Y-Z/LiNbO3/76 |128-X/LiNbO3/57|128-X/LiNbO3/76
Srednica [mm] 571 762 %1 571 76.2 + 1
Grubo$¢ [mm)] 0.5 £0.05 0.5 £ 0.05 0.5 +0.05 0.5+ 0.05

Orientacja pow. czotowej Y £30° Y =30 128° + 30 128° £ 30°
X 260’ X =60’
Orientacja Scigcia 3 " dodatkowe dodatkowe
bazowego &u il od $cigcie 90° od $cigcie 90° od
Scigcia bazowego | Scigcia bazowego
Saenkne éoincla 201 2223 201 2223
bazowego [mm)]
i -l < 0.040 <0.050 <0.040 < 0.050
wygigcia [um]
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strony czotéwej

Oznaczenie Y-Z/LiNbO3/57 | Y-Z/LiNbO3/76 |128-X/LiNbO3/57 [128-X/LiNbO3/76
Zbieznos¢ wzajemna
powierzchni czotowych < 0.020 =< 0.030 <0.020 =<0.030
(mm]
Jakos$¢ powierzchni dla wszystkich czterech rodzajéw jednakowa

V 13, (Ra /0.1 mm) = 0.01 pm

Jakos¢ powierzchni
strony niepolerowane;j

dla wszystkich czterech rodzajéw jednakowa matowa V 8

Szybkosc fali
powierzchniowe;j

dla ptytek Y-Z
ve= 3489 + 6 m/s

k'\’w_

197

0.196 sk s 0.220

dla ptytek 128-X
3973 + 6 m/s
0.226 s k <0.238

Monokrysztaty i ptytki przeznaczone do celéw optycznych, w tym domie-
szkowane MgO, wykonywane sa wedtug indywidualnych wymagan odbiorcow.

Marek Swirkowicz, Waldemar Giersz, Izabela Pracka
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Monokrysztaly dla piezoelektroniki

Monokrysztaly i plytki kwarcu syntetycznego

Na tle innych materiatéw piezoelektrycznych kwarc wyr6znia si¢ najwy-
7sz4 stabilnocia i najnizszymi stratami mechaniczno-elektrycznymi w rezonato-
rach z objetosciowa (BAW) i powierzchniowa falag akustyczna (SAW). Dla
przyktadu, zmiany czestotliwosci 10 MHz rezonatora AT, wywolane wahaniami
temperatury w zakresie + 10°C, nie przekraczaja 1 Hz/deg, podczas gdy dla filtru
SAW 128Y-X o czestotliwosci §rodkowej 37.4 MHz wykonanego na podtozu
niobianu litu zmiany czestotliwosci siegaja 54 Hz/deg.

Odmiana o kwarcu krystalizuje w ukladzie trygonalnym z wyr6zniona
tréjkatng osia symetrii i trzema prostopadtymi do niej dwukrotnymi osiami
polarnymi. Z uwagi na wysoka temperature topnienia (= 1800°C) oraz termody-
namiczng trwato$¢ fazy o ponizej 575°C, krysztaty kwarcu uzyskuje si¢ jedynie
metoda hydrotermalneg syntezy przy ci$nieniach 100-200 HPa i temperaturach
nieco nizszych od 450°C.

Z chwilg odkrycia wtasnosci piezoelektrycznych kwarcu przez braci Curie
w 1880 r. oraz wykorzystaniu tych wiasnosci w konstrukeji generatora kwarco-
wego przez W. Cady w 1921 r., monokrysztal o SiO2 zajat centralne miejsce W
budowie wielu urzadzeri telekomunikacyjnych.

Pierwsze udane proby laboratoryjnej hodowli kwarcu wykonano w labora-
toriach Bella (USA) i British General Electric (Wielka Brytania) pod koniec lat
czterdziestych. Pilotowa produkcje krysztatow rozpoczeto w zakladach Western
Electric Co (USA) po 1955r. W Polsce inicjatorem i realizatorem prac nad
hodowla kwarcu byt zesp6t profesora Wincentego Pajewskiego z Instytutu Tele-
i Radiotechnicznego. Zesp6t ten przedstawit wyniki swoich udanych ekspery-
ment6w hydrotermalnych w kilku publikacjach z lat 1957-1961.

Przez nastepne kilkanascie lat, zapewne z uwagi na ograniczone mozliwosci
samodzielnego wykonania duzych, bezpiecznych zbiomik6w wysokoci$nienio-
wych, nie udato si¢ rozszerzy¢ doswiadczer laboratoryjnych na skalg produkcyj-
na. Dopiero poprzez import urzadzen i technologii ze Stanéw Zjednoczonych uruchomiono
w CEMAT’70 masowa produkcie krysztatéw kwarcu pod koniec 1980 1.
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Technologia licencyjna obejmowata dwa rodzaje niskich monokrysztatow
typu Yo-25, Yo-35, o dobroci 1.8 miliona, hodowanych na zarodzi prgtowe].
Niestety firma Thermo-Dynamics (dostawca technologii) nie spelnita wymogow
technicznych na krysztaty Yo-35. W tej sytuacji, na zlecenie CEMAT u, podj¢to
w ITME prace badawcze nad opracowaniem wysokowydajnej hodowli tych bryl,
o dobroci 1.8, a nastgpnie 2.2 miliona. Po trzech latach prob, w 1988 r. pomySine
wyniki badan zakoriczyly si¢ wdrozeniem technologii do produkcji.

W 1987 r. Zaktady Podzespotéw Radiowych OMIG, gtéwny krajowy wy-
konawca rezonator6w kwarcowych, zdecydowat si¢ oprze¢ swoja produkcje na
wysokich monokrysztatach kwarcu typu Zo-25, Zo-35, Zo-40 hodowanych na
zarodzi ptytkowej. Do 1989 r. uruchomiono w CEMAT’70 produkcje tych trzech
monokrysztatdw, dla ktérych efektywne szerokosci bryt wynosity: 25, 35 i 40 mm
przy wysokos$ciach odpowiednio 48, 531 53 mm .

Poniewaz pod koniec lat 80 zapotrzebowanie na standardowy kwarc zaczeto
coraz wyrazniej male¢, uznano za celowe rozpoczecie w ITME dhugofalowego
programu badari ukierunkowanych na opanowanie hodowli krysztatbw wyso-
kojakosciowych, zastgpujacych krysztaty naturalne. Pierwszym tego typu przed-
sigwzigciem bylto zrealizowanie serii proceséw wzrostu krysztalow, o dobroci
wigkszej od 2.4 miliona, do wysokostabilnych rezonatoréw stosowanych w
generatorach czgstotliwosci. Proby prowadzono z dwoma typami zarodzi ptytko-
wych o wysokosciach 14 i 28 mm, uzyskujac bryly o szerokosci 36 mm, dobroci
powyzej 3 min i niskich gestosciach wtracen. Z uwagi na szczeg6lng procedurg
przygotowania niektérych zarodzi, cz¢$¢ krysztalow charakteryzowata si¢ row-
niez obnizong ge¢stoscia kanaléw wytracen do 300 linii/cm?. Walory jakosciowe
materiatu zostaty szybko zauwazone przez Spotke OMIG S.A., ktéra wykupita
calg parti¢ 250 kg otrzymanych bryt.

W ciggu 1992 r. rozpocz¢to gruntowne prace nad wysokogatunkowym,
duzym monokrysztatlem kwarcu o wymiarach X x Y x Z = 100 x (>140) x 78 mm
umozliwiajacym wykr6j 2 1/4" monostrefowych i 3" ptytek ST na podtoza pod
rezonatory z falg powierzchniowa. Tematyka ta wigze si¢ z planami uruchomie-
nia w zaktadzie Piezoelektroniki ITME produkcji rezonatorow SAW na czgstot-
liwosci 200 + 1000 MHz dla filtréw waskopasmowych i generatoréw VHF/UHF.

Niezaleznie od planéw dotyczacych piytek ST, Zaktad Monokrysztatow
Tlenkowych ITME specjalizuje si¢ w wykonywaniu nietypowych elementow
kwarcowych o roznych orientacjach i ksztattach. Obok najczg¢sciej zamawianych
prostokatnych i okraglych ptytek o orientacjach: Z, X, Y, AT, ST, wykonywane
sa rOwniez niewielkie ilosci pryzmatéw do r6znych uktadéw polaryzacyjnych.
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Elementy te moga by¢ zamawiane z tolerancja orientacji krystalograficznej+ 30’
oraz doktadnosciami wymiaréw powyzej + 0.05 mm.

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe parametry monokrysztatow

kwarcu, produkowanych w ITME.

Wymiary zarodzi i tolerancje w Zakresy zmian wymiaréw
Typ krysztalu [mm] w kierunkach osi krysztalu w [mm] wzdtuz osi
X XY XZ XY X
Yo -25 (5320.5)x(155<)%x (210.5) | (14-25) X (150-190) x (23-28)
Yo-35 (5.3+£0.5)x (155 <)% (2+£0.5) | (22-29) x (150-190) x (33-38)
Zo-25 (381'(2)) X (150< ) x (210.5) (40-56) x (150-190) x (23-28)
Zo-35 (383)) X (150< ) x (240.5) (45-62) x (150-190) x (33-38)
Z2-40 (36:L(2)) X (150<) x (2+0.5) (45-62) X (150—190) x (36—45)
Zo - 14/36 (14£05)x(150<)x (2+£0.5) | (32-39) X (150—-190) x (34-39)
Z, - 28/36 (28+0.5)x (150 <)% (2+0.5) | (46-53) x (150-190) x (34-39)
Krysztat wielkogabarytowy (55<)x(140<)x(2£0.5) (100< ) X (140 ) x (60<)

Krysztaty Zo-14/36 1 Zo-28/36 oferowane sa w trzech klasach dobroci: 1.8,
2.4,1 3.0 miliona, natomiast pozostate w dwdch klasach: 1.8, 1 2.2 miliona.

Maksymalne Srednie ggstosci na [cm3] wtracenl dopuszczone w krysztatach
Z0-14/36 1 Zo-28/36 wynosza: 3, 2 i 2 czastki o wymiarach odpowiednio z
przedziatéw :30 + 70um, 70 + 100um i powyzej 100um, natomiast dla pozosta-
tych wyrob6éw: 8, 41 1 czastka w analogicznych grupach wymiarowych.

Wtadystaw Hofman
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KRONIKA
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztatow (PTWK)

W dniach 11-13 maja 1993r. odbyta si¢ na terenie Instytutu Fizyki PAN III
Konferencja Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztatéw (PTWK) poswigcona
zagadnieniom wzrostu i wlasnosci monokrysztatéw. Organizatorami konferencji
byli: Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztalow, Instytut Technologii Materia-
téw Elektronicznych i Instytut Fizyki PAN. W konferencji wzigto udziat ok. 100
osOb, w tym 8 0séb z zagranicy, pracujacych w dziedzinie fizyki, technologii i
zastosowan monokrysztatow.

Przedstawiono 15 wyktadéw zaproszonych, 5 wyktadéw z prac wiasnych
oraz 30 prac w formie plakatw. W ramach Konferencji miata miejsce, na terenie
Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych, dyskusja "okragtego stotu",
poswigcona metodzie Czochralskiego.

W trakcie Konferencji odbylto si¢ zebranie cztonkéw PTWK, na ktérym
wybrano nowe wtadze Towarzystwa. Wybrani zostali:

Prezes - prof. S. A. Hodorowicz
V-ce Prezes -  prof. M. A. Herman
Sekretarz - prof. K. Sangwal

V-ce Sekretarz- doc. dr hab. T. Lukasiewicz
Skarbnik - dr J. M. Olchowik

Przedstawicielem PTWK w Mig¢dzynarodowej Organizacji Wzrostu Kry-
sztatow zostala wybrana doc. dr hab. A. Pajaczkowska.

Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatéw liczy obecnie 57 cztonkow.

Rozpoczgto przygotowania do zorganizowania Letniej Szkoty Wzrostu
Krysztalow, ktéra odbedzie si¢ w dniach 4 - 14 wrzesnia 1994r.

Komitet Organizacyjny III Konferencji PTWK skfada podzigkowania
wszystkim osobom, ktére swoja praca przyczynity si¢ do jej zorganizowania i
sprawnego przebiegu.

doc. dr hab. Tadeusz Lukasiewicz
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Profesor B. Cockayne - prezes Migdzynarodowej Organizacji Wzrostu
Krysztatéw przystat list informujacy o dotychczasowych dokonaniach i
zamierzeniach kierowanej przez siebie organizacji.

Do listu dotgczona jest prosba o jego opublikowanie, co przyblizy zalozenia
10siggnigcia IOCG szerszemu ogdtowi specjalistéw pracujacych w dziedzi-
nie wzrostu krysztatow.

Czynigc zados¢ prosbie prof. B. Cockayne’a redakcja ""Materiatéw Elektro-
nicznych" przedstawia w catosci otrzymany list.

IOCG LETTER- No 1

The ways in which a large scientific organisation, particularly an internatio-
nal body, can achieve meaningful communication between its core and individu-
al members are frequently limited by financial constraints. Certainly, this is the
case for JOCG. Attempts to improve this situation were made with the introduc-
tion of the IOCG News in 1987. This is published from time to time in the Journal
of Crystal Growth with 13 editions issued thus far, but even this information
appears to reach surprisingly few members of the crystal growth community. In
an effort to redress this situation your President has, with the approval of the
IOCG Executive Committee, agreed to write an occasional contribution for
inclusion in National Association Newsletters; this is the first of the series.

The prime IOCG event of the past year has been the triennial gathering of
crystal growth scientists for ICCG-10 and ISSCG-8, held respectively in San
Diego and Palm Springs, California, USA. Our hosts, the American Association
for Crystal Growth (AACG) and particularly the Conference Organising Com-
mittees and their co-workers, are congratulated for providing a Summer School
and Conference of the highest quality. The blend of informal social gatherings
and formal scientific discussions was excellent and more than maintained the
standards and traditions set by previous IOCG meetings. The delightful settings
of Rancho Las Palmas, Palm Springs and the Sheraton Harbor Island, San Diego
were inspired choices since they provided environments which were scenic,
compact and comfortable. That extra ingredient which translates good meetings
into ones which are highly successful was also present; in this case the ingredient
may be defined as Californian hospitality. Only those who have organised such
events can appreciate fully the hard work and dedication of the organisers, the
personal time involved, the problems to be overcome, the support given by
families and above all, the team spirit and leadership which must be developed.
Through this letter, IOCG thanks and congratulates all those who helped.
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The triennial conferences are the occasions when IOCG deals with its major
business matters in the form of sequential Executive Committee, Council and
General Assembly meetings. In the intervening three year span, such matters are
handled principally by the Executive Committee. The major report on these
meetings is always provided in the Conference Proceedings, in this case for
ICCG-10, which is published as a special edition of the Journal of Crystal Growth
but since not all may have access to this publication, the following is a brief
summary of events. ;

For the first time since the formation of IOCG, a compilation of current
membership numbers within the constituent national organisations has been
made and is summarised in Appendix 1 together with the number of major
meetings held during the last triennium. The major points to note are (a) that two
new national organisations for crystal growth (Korean and Polish) have been
founded and that these were formally accepted by the General Assembly into the
IOCG and (b) that the former East and West German Organisations have merged.
It is hoped that the recently founded Czechoslovakian Association for Crystal
Growth-and the proposed formation of a national crystal growth organisation by
the People’s Republic of China will ultimately lead to further increases in
membership.

Several changes to the IOCG Constitution were accepted. These were (a) an
increase in the number of Vice-Presidents from 1 to 2, (b) an increase in the
number of Executive Committee Members from 4 to 8, and (c) a simplification
of the procedures by which changes to the Constitution can be made. The first
two of these changes were designed to increase international representation in
order to reflect the increased number of participating national organisations.

The slate of Officers elected by the Council for three years 1992-1995 was
formally approved by the General Assembly. The full list of officers, Committee
and Councillors is detailed in Appendix 2.

Our colleagues in the Dutch Association for Crystal Growth (KKN) presen-
ted details for the next triennial conference which is to be held in the Netherlands.
ICCG-11 is scheduled for The Hague (18-23 June 1995) whilst the venue for
ISCCG-9 (11-16 June 1995) has yet to be confirmed. Dr C. F. Woensdregt
(University of Utrecht) is the Conference Chairman for these events.

The National Organisations to be responsible for the subsequent triennial
conferences in 1998 were also approved. The Italian Association for Crystal
Growth (AICC) and the Israeli Association for Crystal Growth have agreed to
organise ISSCG-10 and ICCG-12 respectively. Precise venues and dates are a
matter for future decision but the two meetings will be sequential as usual.
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The IOCG Frank and Laudise Prizes were also awarded during ICCG-10.
These were each in the form of a large tourmaline crystal, mined locally in
California, appropriately mounted and described. The Frank Prize was awarded
to R. F. Sekerka (USA) for seminal contribution to the theory of crystal growth,
including the theory of morphological stability of growing crystals. The Laudise
Prize was awarded jointly to V. V. Osiko (Russia) and J. F. Wenckus (USA) for
the understanding and development of the extremely difficult techniques which
are required to grow large quantities of high quality refractory crystals, especially.
for'the use of skull melting to grow cubic zirconia and for its successful commer-
cialization as a gem material worldwide.

Several other encouraging factors have emerged from the 1992 meetings.
These include the welcome attendance of delegates from South America, Central
America and Scandinavia since these countries have been represented only
sparsely in the past. I hope in due course that some of these countries, either
individually or in geographically convenient groups, can be persuaded to form
National Associations since these are the operational units without which IOCG
would have little or no revelance. The presence of substantial numbers of young
delegates was also encouraging. This is a most important factor for the future of
both National Associations and IOCG since it is pertinent to note that many of
the present officers of these organisations were the young attendees of the initial
ICCGs and Summer Schools some 27 years ago. It is essential that National
Associations nurture this new generation and provide them with experience of
office so that there will be an able and experienced group of people to lead [OCG
in the future. Obversely, it is equally important for all to continue supporting and
participating actively in their National Associations.

Let me conclude by expressing my great pleasure in meeting so many who
are genuinely interested in the science and technology of crystal growth at the
1992 conferences. It is with equal pleasure that I anticipate the next full gathering
of our community in the Netherlands during 1995.

BRIAN COCKAYNE
(President, IOCG)

19 January 1993
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APPENDIX 1

—
CIS QISSOG | o 4
FRANCE GFCC 285 15
GERMANY DGKK 514 7
HUNGARY HNCCG 40 3
INDIA IACG 200 5
ISRAEL IsACG 180 2
ITALY AICC 107 4
JAPAN JACG 630 3
KOREA KACG 330 6
NETHERLANDS KKN 160 7
POLAND PSCG 40 1
SPAIN SGCC 70 3
SWITZERLAND SKM 250 1
UK BACG 350 8
USA AACG 750 5
4656 73
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I0OCG OFFICIALS 1992 - 1995

OFFICERS
President: B. Cockayne
Vice Presidents: T. Nishinaga
R. F. Sekerka
Secretary: M. Schieber
Treasurer: E. Kaldis
Past President: R. Kern
EXECUTIVE COMMITTEE
K. W. Benz
A. A. Chernov
R. Feigelson
D. T. J. Hurle

P.Ramasamy
R. Rodriguez Clemente
G. M. van Rosmalen

I. Sunagawa

EX-OFFICIO MEMBERS

W. Bonner
(Co-Chairman ICCG-10)

J. F. Wenckus
(Co-Chairman ICCG-10)

C. F. Woensdregt
(Chairman ICCG-11)

UK

Japan

USA

Israel
Switzerland
France

Germany
CIS

USA

UK

India

Spain
Netherlands

Japan

USA
USA

Netherlands



COUNCIL

P. Daudey
(Co-Chairman
ICCG-11)

R. A. Laudise
(Rep. to IUPAC)

V. V. Osiko
(Rep. to IU Cryst)

C. Paorici

(Rep. of IU Cryst)

Netherlands

USA
CIS

Italy

Councillors Representing National Organisations

CIS

France

Germany

Hungary
India

Israel

Italy C.
Japan

Korea

Netherlands

A. A. Chernov
P. P. Fedorov
F. A. Kuznetsov
B. Mutaftschiev
A.

Baronnet
J. 1. Metois

H. Wenzl
H. Walcher
W. Schroeder

E. Hartmann

P. Ramasamy
J. R. Pandya

D. Gazit
A. Horowitz

Paorici

J. Chikawa
T. Ohachi
H. Komatsu

You Song Kim

K. K. Orr (Secretary)

Hokum Kim

J. A. M. Meijer
H. H. C. de Moor

(President)
(Secretary)

(Chairman)
(Secretary)

(President)
(Secretary)

(President)

(President)
(Secretary)
(Chairman)

(President)

(President)
(Secretary)

(President)

(Chairman)
(Secretary)
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Poland A. Pajaczkowska
Spain J. M. Garcia-Ruiz
Switzerland J. H. Bilgram

United Kingdom D. T. J. Hurle
' S. E. B. Gould
P. M. Dryburgh

USA C. D. Brandle
T. Surek
W. Bonner

(President)
(President)
(Chairman)

(Chairman)
(Secretary)

(President)
(Secretary)

Councillors representing International Unions

IUPAC T.S. West
IU Cryst A. L. Hordvik

Councillors representing General Assembly

J. J Favier

O. N. Mesquita
Jiang Min-Hua
C. E. Schvezov
P. G. Vekilov
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France
Brazil
PRC
Argentina
Bulgaria



Wskazowki dla autorow

1. Czasopismo ,,Materiaty Elektroniczne” jest sktadane technika komputerowa.
Dlatego prosimy autoréw o nadsytanie maszynopisu napisanego:

- w pliku na dyskietce, pod edytorem WordPerfect 5.1 lub innym, po uzgod-

nieniu z redakcja (np. ChiWRITER, TAG)

- rysunkéw, tablic itp. w pliku utworzonym w jednym z nast¢pujacych edyto-

réw graficznych: DrawPerfect, CoreIDRAW!, AutoCAD, SIGMAPLOT oraz

w standardzie HPGL lub innym po uzgodnieniu z redakcja (np. w postaci

obrazu ekranu uzyskanego programem typu GRAB, lub pliku uzyskanego ze

skanera w standardzie TIF).

2. Objetos¢ artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron facznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

3. Artykut powinien by¢ napisany w 2 egzemplarzach na papierze formatu A4,
jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony, z podwdjna
interlinia, wraz z rysunkami - w 1 egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢
numerowane.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktorych powinny by¢
umieszczone rysunki.

5. Do artykutu powinny by¢ dotaczone streszczenia nie przekraczajace 200
stow, w jezykach polskim, angielskim i rosyjskim. Tytut artykutu winien byc
réwniez przetlumaczony na te jgzyKki.

5. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nast¢pujace elementy:
z lewej strony u gory artykutu tytul naukowy, petne imi¢ (imiona), nazwisko(a)
autora(6w), nazwa miejsca pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na Srodku
stronicy maszynopisu tytut artykutu.

6. Rysunki: na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, naz-
wisko autora i pierwszy wyraz tytutu artykutu.

6.1. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografig nalezy umieszcza¢ na
oddzielnych stronicach, po tekscie.

6.2. U gory kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytut objasniajacy.

6.3. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym do-
robkiem autora(6w) nalezy zacytowac zrodto, umieszczajac je w biblio-
grafii.

6.4. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

7. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci
wystgpujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, peiny tytut
dzieta w oryginale, miejsce wydania, wydawcg, rok, stronice np.:

[1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna w zastosowaniach elektronicznych. War-
szawa: WNT 1991, 126 s.

Dla artykutu nalezy podac kolejno nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, tytut
artykutu w oryginale, tytul czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.:

[2] Kaminski P., Strupiriski W., Roszkiewicz K.: Effect of Substrate Temperature
on the Concentration of Point Defets in Vapour Phase Epitaxial GaP:N,S. Jour-
nal of Crystal Growth 108, 1991, 3/4, 699-709

8. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wiel-
kosci we wzorach musza by¢ zgodne z terminologia przyjgta przez Polskie Normy
i Migdzynarodowy Uktad Miar (SI).

9. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawac w le-
wym marginesie.

10. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskie;.
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i INSTYTUT TECHNOLOGII .
I-v- MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
i WV

mm ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa
(4822)349003, tIx: 825386 cme pl, fax: (4822)34900
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Przedmiotem dziatania instytutu Technologii Materiatow Elektronicz-
nych jest prowadzenie badar naukowych i prac badawczo-rozwojo-
wych w zakresie inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,
a w szczegolnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materia-
téw, ich obrébki, miernictwa oraz efektywnego wykorzystywania dia
potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki oraz przystosowywa-
nie wynikdéw badan i prac do wdrazania w praktyce.

Dziatalnos$¢ Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia
sie w dwoéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matose-
ryjnej produkcji materiatéw dla elektroniki, telekomunikaciji, energetyki,
rolnictwa i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad ele-
mentami elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatow.

Materiatami, na ktérych koncentruje sie dziatalno$¢ ITME sa:
materiaty potprzewodnikowe (Si, GaAs, GaAsP, GaP, InP), materiaty
elektrooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaF,, LiNbO,, LiTaQO;,
kwarc), materiaty podtozowe dla nadprzewodnikéw wysokotemperatu-
rowych, materiaty ceramiczne (na bazie Al,O; i ZrO,), szkta dla tele-
komunikacji optycznej, materiaty kompozytowe, pasty (przewodzgce,
izolujgce i oporowe), czyste metale, zwigzki nieorganiczne i roz-
puszczalniki.

W ramach badan aplikacyjnych opracowywane sg w ITME:
poétprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody
Schottky’ego), mikrofalowe monolityczne uktady scalone, filtry z
akustyczna falg powierzchniowg, termoelektryczne moduty chtodzgce.

Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych wydaje dwa czaso-
pisma naukowe: kwartalnik ,Materiaty Elektroniczne”, w ktérym publi-
kowane sg artykuty dotyczzce zakresu dziatania Instytutu, ,Prace
ITME” - zawierajgce monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne,
oraz wydawnictwa informacyjne.
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